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はじめに： 酸化ガリウム（Ga2O3）は、4.5eV の大きなバンドギャップと良好な電気特性を有し、パワーデバ

イスを中心としたさまざまな応用が期待されている。[1] 近年ではGa2O3を用いた縦型トランジスタ[2]等が報

告されており、デバイス応用の多様性と性能向上に向け低損傷で高アスペクト構造を形成できるエッチン

グ技術が重要になっている。我々は、減圧水素雰囲気中での熱分解反応を利用した水素雰囲気異方性

熱エッチング(HEATE)法を提案し、-Ga₂O₃のエッチング特性について報告した。[3]本報告ではエッチン

グ速度の最も遅い(100)面を用いた HEATE法による、-Ga₂O₃の高アスペクトナノウォールアレイの作製を

行ったので報告する。 

実験： Snをドープした(010)面-Ga2O3単結晶ウェハ表面に、原子層堆積法で厚さ 10nmの SiO2膜を成

膜し、電子ビームリソグラフィにより(100)面に沿ったナノウォールマスクを形成後、CF4/O2混合ガスによるド

ライエッチングで SiO2 ナノマスクアレイを形成した。この試料を石英管状炉内で水素圧力 100Pa、温度

800℃ の条件で 100分間加熱してHEATEによるGa2O3の選択エッチングを行った。作製したナノウォー

ルアレイの、試料表面を電界放射型走査電子顕微鏡（SEM）で評価を行った。 

結果： Fig.1 に水素圧力 100Pa、温度 800℃ 、60min の条件下でのエッチング速度の面方位依存性を

示す。代表的なエッチング速度は、(010),{101},{101̅},{100}の順に早く、それぞれ 11.0、2.0、

∼0.3、~0.1 nm/minと見積もられた。Fig.2に底面である(010)面を 60minエッチング後の表面状

態の SEM像を示す。60minのエッチングではランダムに分布する菱形ピットと[001]方向に沿った筋

状構造が見られ、筋状構造の最大高さは約 13nm であった。ピットは基板の欠陥に由来していると考えら

れ、高品質基板を用いることで低減が期待される。Fig.3 に{100}面で構成されたナノウォールの

SEM 像を示す。周期 300nm、高さ約 1.2µm、幅約 7nm、アスペクト比 171の均一な高アスペ

クト超薄膜ナノウォールアレイの作製に成功した。 

まとめ： SiO2マスクと減圧水素中雰囲気下におけるGa2O3の熱分解を利用するHEATE法により、(010)-

Ga2O3 結晶のエッチング特性を調査し、高アスペクトマイクロ／ナノ構造を形成可能であることを検証した。 
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Fig.1 Angular dependency of lateral 

etching rate of (010) β-Ga2O by 

HEATE. The rate was evaluated by 

undercut from the SiO2 mask edge. 

Fig.2 Bird view SEM image of 

(010) β-Ga2O3 surface after 

HEATE at 800 oC and 60 min. 

Fig.3 Bird’s eye-view SEM image of 

β-Ga2O3 nanowall arrays fabricated 

by HEATE. The HEATE conditions 

were 800℃, 100 Pa, and 100 min. 
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